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摘要(译)

提供薄膜晶体管，制造薄膜晶体管的方法，包括薄膜晶体管的阵列基板
和包括该薄膜晶体管的有机发光显示板。该薄膜晶体管至少包括由具有
半导体特性的碳纳米管材料制成的有源层或具有半导体特性的石墨烯;进
一步包括分别位于有源层的上侧和下侧并与有源层接触的第一导电层和
第二导电层，第一导电层和第二导电层形成具有电子倍增功能的二次电
子发射层。薄膜晶体管的结构简单，制造工艺简单。
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